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Medicién de Dosis de Radiacién lonizante

Transporte de energia
Flujo de particulas capaz de desligar un e~ de un
atomo o molécula

Energia absorbida por unidad de masa en un material
Unidad: Gray

Gy = J/kg

Magnitud: ~< 100Gy
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Sensor

i Qué es un sensor?

Sensor Elemento capaz de medir una magnitud fisica y
convertirla en una sefial que puede ser leida por un
instrumento

Ejemplo: El termémetro de mercurio

)
> Sensor de Temperatura

» El volumen del mercurio cambia con la
temperatura

» Una escala calibrada permite “traducir” los
cambios de volumen en un valor de temperatura
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Dosimetria MOS

El MOSFET como sensor de Radiacién

En forma similar, el MOSFET puede utilizarse como sensor de
radiacién

El Dosimetro MOS

» Sensor de Dosis de Radiacion
Loas > La radiacién genera carga en el
dispositivo, variando la tensién umbral
(V1)
Vy » Midiendo el valor de V1 se puede estimar
la dosis absorbida
» V7 = Ves(Irer)
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» La radiacién entrega energia a la
materia

» Se genera carga positiva en el éxido
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» La radiacién entrega energia a la
materia

» Se genera carga positiva en el éxido

» = Se modifica el V1
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Sensibilidad de los dosimetros MOS

i Coémo afecta la sensibilidad a los distintos campos de aplicacién?

Ejemplo
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Dose [kGy]

Altas Dosis
» Sesién de 1kGy
» Lectura: 3,9V
» Error tipico: 1mV = 0,03%
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Son necesarios nuevos dosimetros capaces de responder a las
exigencias de los campos de Bajas Dosis

Objetivos
> Proponer nuevos circuitos sensores

» Evaluar su respuesta a la radiacién

» Evaluar la ganancia de sensibilidad respecto del dosimetro
MOS tradicional
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Osciladores en Anillo CMOS

Osciladores en Anillo
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Tandem

El Tandem de Transistores
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Sensor Amplificado
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» Los transistores MOS permiten su uso como sensores de
radiacion

» La radiacién produce corrimientos en V7, los cuales se utilizan
para estimar la Dosis Absorbida

» El dosimetro MOS convencional presenta problemas en Bajas
Dosis
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» Se propusieron circuitos para mejorar la sensibilidad

» La minima dosis resoluble por los O. A. utilizados como sensor
de radiaciéon mejora en al menos un orden de magnitud.

» Tanto el Tandem de transistores como el sensor amplificado

permiten una ganancia de la sensibilidad controlable en el
disefio
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